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(57) Abstract: The invention relates to a substrate (3) comprising a semiconductor-based first layer (30), and a second layer (31) located
above the first layer. The substrate (3) contains a plurality of buried vias (32) extending from the second layer (31) over a segment
of the first layer (30), each via (32) being bounded by a sidewall (320), a bottom wall (321), and a top wall (322) that is opposite the
bottom wall (321), and at least one set (32a) of the plurality of vias (32) forms a pattern (32b) that repeats in at least one direction of
the plane of main extension of the first and second layers (30, 31). The substrate (3) thus forms a generic substrate allowing use of vias
to fabricate a microelectronic device to be facilitated.

(57) Abrégé : L'invention concerne un substrat (3) comprenant une premicre couche (30) a base d'un matériau semi-conducteur, et une
deuxi¢me couche (31) surmontant la premi¢re couche. Le substrat (3) comprend une pluralité de vias (32) enterrés s'étendant depuis
la deuxieéme couche (31) sur une portion de la premiere couche (30), chaque via (32) étant délimité par une paroi latérale (320), une
paroi de fond (321), et une paroi supérieure (322) opposce a la paroi de fond (321), et en ce qu'au moins un ensemble (32a) de la
pluralité de vias (32) forme un motif (32b) se répétant le long d'au moins une direction du plan d'extension principale des premicre
(30) et deuxieme (31) couches. Le substrat (3) forme ainsi un substrat générique permettant de faciliter l'utilisation des vias pour la
fabrication d'un dispositif microélectronique.
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